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SCHUNK Kohlenstofftechnik GmbH 
Rodheimer StraBe 59 

35452 Heuchelheim 



Beschreibung 



Tracer fur zu behandelnde GeeenstSnde soAvie VerFahren zur H erstellung eines solchen 

Die Erfmdung bezieht sich auf einen Trager fur zu behaiidelnden wie zu beschichtenden 
Oder zu reinigenden insbesondere flachigen Gegenstand, vorzugsweise Substrat eines 
Halbleiterbauelements wie Wafer, mit einer Aufnahme fiir den Gegenstand und imterhalb 
der Aufnahme sich entlang des von dieser aufgenommenen Gegenstandes erstreckenden 
Gasaustrittsoffhungen. Femer bezieht sich die Erfmdung auf ein Verfahren zur Herstellung 
eines Tragers fur zu behandelnden wie zu beschichtenden oder zu reinigenden insbesonde- 
re flachigen Gegenstand, vorzugsweise Substrat eines Halbleiterbauelements wie Wafer, 
wobei in dem Trager im Bereich unterhalb des von diesem aufgenommenen Gegenstandes 
Gasaustrittsoffiivmgen ausgebildet werden. 

Ein entsprechender TrSger kann z.B. fur CVD-Prozesse benutzt werden. Dabei kann der 
durch die GasaustrittsSffnungen austretende Gasstrom sicherstellen, dass eine Selbstdotie- 
rung durch Dotieratome, die den Gegenstand durchsetzen, unterbleibt, indem das Gas diese 
wegiiihrt (siehe US 6,444,027). 
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Urn in einer Prozesskammer auch die Riickseite eines flachen Gegenstandes zu reinigen, 
ist nach der US 5,960,555 ein Suszeptor vorgesehen, der Offiiungen aufweist, uber die 
Reinigungsgas auf die Riickseite stromt. 

5 Ein Suszeptor fur cine CVD-Anordnung weist nach der JP 10223545A Bohrlocher auf, 
tiber die auf der Riickseite eines von der Vorderseite her zu dotierenden Gegenstandes aus- 
tretende Dotieratome weggefuhrt werden. 

Der vorliegenden Erfmdung liegt das Problem zu Grunde, einen Trager der eingangs ge- 
0 mnnten Art sowie ein Verfahren zum Herstellen eines solchen so weiterzubilden, dass 
iiber die GasausttittsSf&iungen wohl dosiert und fein verteilt ein gewunschtes Gas austre- 
ten kann. Gleichzeitig soli die Mogiichkeit geschaffen werden, das Gas im gewunschten 
Umfang dej5mert zu erwarmen. 

15 Zur Losung des Problems sieht die Erfindung im Wesentlichen vor, dass der Trager zu- 
mindest abschnittsweise aus einem Material aus stabilisierten Fasem mit einer die Gasaus- 
trittsoffnungen bildenden Porositat besteht. Insbesondere umfasst der Trager ein aus Si- 
und/oder C-Fasem sich zusammensetzendes Geriist, das durch Gasphaseninfiltration 
und/oder Fliissigkeitsimpragnierung stabilisiert ist. Die Struktur kann dabei aus Filz, Vlies 

20 und/oder Gewebelagen bestehen. 

Die Stabilisierung bzw. Versteifiing der Fasem erfolgt durch chemische Gasphaseninfiltra- 
tion (CVI) und/oder Impragnierung mit fliissigen Substanzen. Hierdurch werden auf den 
Fasem Kohlenstoff- und/oder Siliziumkarbid-Schichten abgeschieden bzw. seiche aus den 
25 Fasem ausgebildet. Die Fasem konnen mit einer Folge aus einer oder mehreren Kohlen- 
stoff- bzw. Siliziumkarbidschichten ummantelt sein, wobei auch ein gradiertes System in 
Frage kommt, das von Kohlenstoff in Siliziumkarbid iibergeht. Gradiert bedeutet dabei, 
dass ein stetiger oder nahezu stetiger Ubergang erfolgt. 

30 Bei dem Kohlenstoff handelt es sich insbesondere um Pyrokohlenstpff. 
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Unabhangig hiervon sollte die auBerste Schicht eine insbesondere durch chemische Gas- 
phasenabscheidung erzeugte SiC-Schicht sem, urn eine hinreichende chemische Bestan- 
digkeit zu erzielen. Gleichzeitig ist auf Grund der diffusionssperrenden Wirkung von Sili- 
ziumkarbid sichergestellt, dass nicht oder nur im geringen Umfang eine Kontamination des 
Tragers durch Verunreinigungen des BasiswerkstofFes erfolgt. 

Insbesondere Avird die Dichte des Tragers derart eingestelU, dass diese zwischen 0,lg/cm^ 
nnd 3,0 g/cm' liegt. Dabei nehmen mit steigender Dichte Festigkeit und Warmeleitf^ig- 
keit des Tragers zu, wohingegen die Gasdurchlassigkeit abnimmt. 

Abweichend vom vorbekamiten Stand der Technik wird als Trager - auch Suszeptor ge- 
nannt - ein aus Kohlenstoff- und/oder Siliziumfasem bestehendes Gerust benutzt, dass 
durch Ausbilden bzw. Auftragen von Kohlenstoff- bzw. Siliziumkarbidschichten stabili- 
siert wird. Durch den Umfang der Beschichtung kann die Porositat des Genistes eingestellt 
werden. 

Unabhangig hiervon sind durch die Faserstruktur des Genistes statistisch verteilte bzw. 
zufallig angeordnete isotrop verteilte PorenkanSle vorhanden, die von dem mit dem zu 
behandelnden bzw. zu reinigenden Gegenstand zu beaufschlagenden Gas durchstrSmt wer- 
den. Durch das Durchstromen entsprechender willkurlich verlaufender PorenkanSle erhSht 
sich die Verweildauer des Gases im Inneren des Tragers, wodurch eine sehr gleichmSBige 
Erwarmung des Gases gegeben ist. Auf Grund der Vielzahl der Porenkanale ist des Weite- 
ren ein Gasstrom mit sehr hoher Homogenitat erreichbar. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Tragers der eingangs genannten Art zeichnet sich da- 
durch aus, dass der Trager aus einem aus C- oder Si-Fasem bestehendes Gerust mit die 
Offhungen bildender Porositat hergestellt wird und dass die Fasem mit Pyrokohlenstoff 
und/oder SiUziumkarbid stabilisiert werden. Dabei kann als Gerust ein Filz, ein Vlies und 
Gewebelagen verwendet werden, die aus Kohlenstoff bestehen oder enthalten bzw. in Koh- 
lenstoff umgesetzt werden. Dies kann z.B. durch Verkokung erfolgen. Sodann wird das 
Gerust durch Gasphaseninfiltration (CVI) und/oder Flussigkeitsimpragnierung stabilisiert. 
Dabei konnen die Fasem des Gerustes derart behandelt werden, dass eine UmhMung aus 
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reinem Kohienstoff oder reinem Siliziumkarbid entsteht. Auch besteht die Moglichkeit, auf 
den Fasem eine Folge von Schichten aus einer oder mehreren Kohlenstoffschichten 
und/oder einer oder mehreren Siliziumkarbidschichten aufzubringen. Auch eine Gradie- 
rung von Kohienstoff in Siliziumkarbid ist moglich. 

Unabhangig hiervon sollte als aussere Schicht der Fasem eine Siliziumkarbidschicht aus- 
gebildet werden, urn eine hohe chemische Bestandigkeit zu er^elen. 

Durch Zusammensetzung der Struktur und/oder Dauer der Behandlung zum Stabilisieren 
der Fasem und Ausbilden der Schichten konnen Dichte, Warmeleitfahigkeit und/oder Po- 
rositat des beschichteten Geriists, das als Matrix zu bezeichnen ist, eingestellt werden. 

Insbesondere zeichnet sich die Erfmdung dadurch aus, dass auf das aus C- und Si-Fasem 
bestehende Gerust eine oder mehrere aus Pyrokohlenstoff XHid/oder Siliziumkarbid beste- 
hende Schichten aufgebracht Averden, sodann der TrSger aus so hergestellter Matrix ausge- 
schnitten,. der ausgeschnittene Trager einer Hochtemperaturreinigung unterzogen und so- 
dann eine mehre aus SiC bestehende Schichten auf die Pyrokohlenstoffschicht aufgebracht 
wird. 

Der erfindungsgemaBe aus porosem Material bestehende Trager gestattet es, Gase wShrend 
eines Behandlungsprozesses durch den Trager bzw. Suszeptor zu leiten. So kann z.B. die 
Ruckseite eines Gegenstandes wahrend eines Epitaxiprozesses vor Abscheidung geschiitzt 
werden, sofem durch den Suszeptor ein Spul- oder Reinigungsgas geleitet wird. Femer 
kann durch das Reinigungsgas sichergestellt werden, dass Dotieratome, die wahrend des 
Epitaxiprozesses aus der Ruckseite des Gegenstandes heraustreten, mit dem Gasstrom ab- 
transportiert werden, so dass eine Selbstdotierung der Vorderseite des Gegenstandes stark 
reduziert wird. 

Insbesondere wird der erfindungsgemaBe Trager dann verwendet, wenn Vorder- und 
Riickseite eines ^u behandelnden Gegenstandes unterschiedlich prozessiert werden soUen. 
So kann durch die Verwendung des erfmdungsgemaBen Tragers eine allseitig vorhandene 
Oxidschicht eines Gegenstandes so abgeatzt werden, dass nur die Vorderseite gezielt vom 
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Oxid befreit wird. Undefmiertes Einbringen von Atzgas zwischen TrSger und Gegenstand, 
das zu einer teilweisen Abatzung der Oxidschicht im Randbereich der Ruckseite des Ge- 
genstandes fiihren kann, wird vennieden, so dass in Folge dessen die Oxidschicht auf der 
Ruckseite geschutzt ist. 

Wird das Atzgas nicht nur iiber den Gegenstand sondem auch durch den Trager geleitet, so 
kann auch die Ruckseite des Gegenstandes voUstandig und gleichmaBig abgeStzt werden. 
Entsprechendes gilt fur die Dotierung von Gegenstanden. So kann durch den Einsatz des 
erfindungsgemaB porosen Tragers die Ruckseite eines Gegenstandes durch Spiilgase vor 
Dotierung geschutzt werden bzw. durch Zufuhrung von Dotiergasen durch den Tragei: eine 
gleichmaBige Dotierung von Vorder- und Ruckseite erreicht werden. 

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den 
Anspruchen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - fur sich und/oder inKombina- 
tion sondem auch aus der nachfolgenden Beschreibung von den Darstellungen zu ent- 
nehmenden bevorzugten Ausfuhrungsformen sowie nachfolgenden Beispielen. 



Es zeigen: 

20 Fig. 1 - einen Querschnitt durch einen Trager mit von diesem aufgenommenen Ge- 

genstand. 



Fig. 2 
25 Fig. 3 

Fig. 4 



30 



Fig- 5 



den Trager in Draufsicht, 



eine VergroBerung des Tragers gemaB Fig. 1 und 2 entlang einer Bruchkan- 
te, 

ein vergroBerter Oberflachenausschnitt des Tragers nach den Fig. 1 bis 3 
und 



erne 



Detailabbildung einer Faser des Tragers nach den Fig- 1 bis 4. 
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In Fig. 1 ist ein Trager 10 - auch Suszeptor genannt - dargestellt, der in einer nicht darge- 
stellten Prozesskammer angeordnet ist, md einen zu behandelnden bzw. zu reinigenden 
Gegenstand 12 aufhimmt, der z.B. ein Wafer sein kann. Der Trager 10 weist dabei in 
Draufsicht eine Kreisform mf, wie die Fig. 2 verdentlicht. Andere Geometrien sind gleich- 
5 falls moglich. Im Ausfthrungsbeispiel weist der Trager 10 einen umlaufenden Rand 12 
auf zu dem zuriickversetzt.eine Bodenwandung 14 verlauft, oberhalb der der Gegenstand 
12 angeordnet ist. 

Mil anderen Worten weist der Trager 12 im Schnitt eine U-Form auf, oberhalb deren Qner- 
10 schenkel, der die Bodenwandung 14 bildet, der zu behandelnde bzw. reinigende Gegens- 
tand 12 - nachstehend vereinfacht Wafer genannt - angeordnet ist. 

Erfmdungsgemafi besteht der Trager 10 a«s einem a^as Kohlenstoff- und/oder Siliziumfa- 
sem gebildeten Genist. Ms Material kSnnen ein Filz, ein Vlies oder Gewebelagen benutzt 
1 5 werden. Sofem diese nicht in Kohlenstoff vorliegen, kann zuvor eine Verkokung erfolgen. 
Sodann erfolgt eine Stabilisierung der Fasem 16, 18 durch Gasphaseninfiltration (CVI) mit 
Pyrokohlenstoff (PyC) oder Siliziumkarbid (SiC). Auch kann eine Impragnierung mit ent- 
sprechenden flussigen Substanzen erfolgen. 

20 Die auf den Fasem 16, 18 aufgebrachten Schichten sind in der Fig. 3 beispielhafl mit den 
Bezugszeichen 20, 22 gekennzeichnet. Ein genauer Aufbau der mit den Schichten versehe- 
Bcn Fasem ergibt sich aus der Fig. 5. Dabei ist beispielhaft mit dem Bezugszeichen 24 erne 
Kohlenstofffaser im Schnitt dargestellt, die von Pyrokohlenstoffschicht bzw. -schichten 26 
umgeben ist, die iteerseits auBenseitig von Siliziumkarbidschicht bzw. -schichten 28 um- 
25 schlossen ist. Eine andere Schichtfolge von Pyrokohlenstoff und Siliziumkarbid kann 
^eichfalls vorliegen. 

Durch die Dicke der aufgetragenen Schichten.26, 28 und Faserdurchmesser sowie deren 
Anordnung zueinander kann der Freiraum zwischen den beschichteten Fasem 18, 20 ein- 
30 gestellt werdeii und somit die DurchlSssigkeit. Unabhangig hiervon ist auf Grund des Ge- 
riistmaterials eine Struktur gegeben, die zufallig angeordnete isotrop verteilte Porenkanale 
zur Verfugung stellt, durch die Gas strSmen kann. Ein entsprechender Gasstromweg ist in 
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Fig. 3 mit einem Pfeil (Bezugszeichen 28) beispielhaft eingezeichnet. Hierdurch bedingt 
weist das den TrSger 10 durchstromende Gas in diesem eine lange Verweilzeit auf, so dass 
eine gleichmSBige Erwarmung erfolgt. Femer ist auf Grund der Porositat, also der Vielzahl 
sehr kleiner KanSle, ein Gasstrom mit hoher Homogenitat erzielbar. Da die Dimensionie- 

5 rung und Anordnung der Gasaustrittsoffiiungen nicht mechanisch hergestellt werden, son- 
dem allein durch den Aufbau des Gerustes und dessen Beschichtung bestimmt sind, kon- 
nen im Vergleich zu mechanisch hergestellte Offnungen aufweisenden Tragem oder Sus- 
zeptoren Vorteile erzielt werden, die sicherstellen, dass Gegenstande, die von dem erfm- 
dungsgemafien Trager 10 aufgenommen sind, reproduzierbar im gewunschten Umfang 

10 behandelbar bzw. beschichtbar sind. 

Die zufdllig angeordneten isotrop verteilten Poren5ffnungen, also Enden der Porenkanale 
ergeben sich aus der Darstellung im Biid gemSB Fig. 4. 

15 Nachstehend wird die Erfindung an Hand eines AusfUhrungsbeispiels naher erlautert. Als 
Basismaterial ftir den Trager 10 kann ein Graphitfilz mit einer Gesamtverum^einigung von 
5 ppm benutzt werden. Elementbezogen liegen die Verunreinigungen unter 0,05 ppm. 
Ein entsprechender als Geriist bezeichneter Graphitfilz kann durch Gasphaseninfiltration 
(CYI) mit Pyrokohlenstoff (PyC) und Siiiriumkarbid (SiC) stabilisiert und verdichtet wer- 
20 den. Durch Variationen des Basismaterials sowie Veranderung der CVI-Schritte kSnnen 
die physikalischen Eigenschaften der so hergestellten Matrix in weiten Bereichen verSndert 
und den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Dies ergibt sich beispielhaft aus den 
nachstehenden Tabellen. 



> 



25 



So ist in Tabelle 1 der Zusammenhang zwischen Materialdichte und Warmeleitfahigkeit 



Variante 


Dichte (g/cm"*) 1 


Warmeleitfahigkeit (W/mK) 


A 


0,15 


0,15 


B 


0,27 


0,58 


C 


0,39 


0,65 


D 


0,61 


0,71 



8. Dezember 2003 - 43707baz-gt/hk 



s 



Durch veranderte Verhaltnisse von Kohlenstofffasem, Pyrpkohlenstoff und Siliziumkarbid 
konnen bei gleicher Dichte imterschiedliche Warmeleitfahigkeit eingestellt werden. 



5 In 



Tabelle 2 ist der Ztisammenhang zwischen Materialdichte und Porositat wiedergegeben. 



Variante ; 


Dichte (g/cm"*) 


Porositat (%) 


A 


0,15 


90 


B 


0,18 


87 


C 


0,24 


83 


C 


0,25 


82 




0,26 





Durch veranderte Verhatnisse von Kohlenstofifasem, Pyrokohlenstoff und Siliriumkarbid 
1 0 konnen bei gleicher Dichte unterschiedliche Porositaten eingestellt werden. 

Die Erfmdung wird nachstehend auch anhand eines Beispiels nahex erlautert, dem weitere 
Einzelheiten und Vorteile zu entnehmen sind. 

15 Zur Herstellung eines Tragers wird ein Filzrohling zunachst mit Pyrokohlenstoff verdich- 
tet. Dies kann im CVI-Verfahren erfolgen. Hierzu erfolgt eine Zersetzung eines kohlen- 
stofflialtigen Gases (z. B. Methan) bei Temperaturen zwischen 800 °C und 1800 °C bei 
Drudken zwischen 0,01 mbar und 1013 mbar absolut. Sodann erfolgt eine Bearbeitung des 
verdichteten Fiizrohlings, urn die TrSgergeometrie zu erzielen. Die Bearbeitung kann ma- 
20 schinell erfolgen. AnschlieBend wird eine Hochtemperaturreinigung durchgefuhrt. Hierzu 
mrdderbearbeiteteGegenstandbei > 2000 °C im Vakuum gehalten. Halogenhaltige Gase 
werden dem Reaktionsraum zugeMirt. Durch die Hochtemperaturr^inigung ergibt sich als 
Gesamtrest Asche ein Wert < 5 ppm, wobei pro Einzelelement ein Wert < 0,05 ppm erziel- 
bar ist, jeweils bezogen auf das Ausgangsgewicht. SchlieBlich erfolgt eine Verdichtung mit 
25 Siliziumkarbid, vorzugsweise im CVI-Verfahren. Dabei erfolgt die Zersetzung eines oder 
mehrerer silizium- und/oder kohlenstoffhaltiger Gase wie z. B. Methyltrichlorsilan bei 
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Temperaturen zwischen 800 °C und 1600 °C und Drucken zwischen 0,01 mbar und 1013 
mbar absolut. 

Altemativ kami das Verdichten mit Pyrokohlenstoff bzw. Verdichten mit Siliziumcarbid 
durch Flussigimpragnierung durchgefuhrt werden. Dabei wird eine Matrix durch TrSnken 
in kohlenstoff- und/oder siliziumhaltigen Harzen oder Losungen wie Phenolharz aufge- 
bracht. Anschliefiend erfolgt ein Gliihen im Vakuum oder Schutzgas. 

Urn z. B. bei Beibehaltmg von Dichte und Porositat die Warmeleitfahigkeit des TrSgers zu 
) andem, konnen verschiedene Ausgangsfilzrohlinge benutzt werden. Ersetzt man z. B. Pa- 
noxfasem durch Pechfasem, so ergibt sich aufgrund hoherer Warmeleitfahigkeit der Fasem 
bei gleicher Porositat eine h5here Warmeleitfahigkeit des Tragers. 
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Patentanspriiche 



Traeer fur einen zu behandelnden Gege n standen sowie Verfahren zur Herstellung eines 
solchen 

1 . Trager (1 0) fur einen zu behandelnden wie zu beschichtenden oder zu reinigenden 
insbesondere flachigen Gegenstand (12), vorzugsweise Substrat eines Halbleiter- 
bauelements wie Wafer, mit einer Aufnahme fur den Gegenstand und unterhalb der 
Aufnahme sich entlang des von dieser aufgenomnaenen Gegenstandes vorhandenen 
Gasaustrittsoffeungen, 

dadurchgekennzeichnet, 

dass der Trager (10) zumindest abschnittsweise aus einem Material aus stabilisier- 
ten Fasem (1 8, 20) mit einer die Gasaustrittsoffoungen bildenden Porositat besteht. 

2. Trager nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Trager (10) aus einem aus Si- und/oder C-Fasem (18, 20) sich zusanmen- 
setzenden Gertist besteht, das durch Gasphaseninfiitration und/oder Flussigkeitsim- 
pragaierung stabilisiert ist. 

3. Trager nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Genist aus KohlenstofEfilz, -vlies und/oder -gewebelagen besteht. 
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4. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
da dutch gekennzeichnet, 

dass die Fasem (1 8, 20) mit einer oder mehreren Kohlenstoff- wie Pyrokohlenstoff- 
und/oder Siliziun&arbidschichten (26, 28) versehen sind. 

5 . Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die mit den Schichten (22, 26, 28) versehenen Fasem (18, 20) eine Matrix Wi- 
den, die auBenseitig eine Siliziumkarbidschicht aufweist. 

6. TrSger nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Matrix eine Folge von Schichten aus Kohlenstoff wie Pyrokohlenstoff 
und/oder Siliziumkarhid aufweist. 

7. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Matrix ein Schichtsystem aufweist, das gradiert von Kohlenstoff in 
Silizium iibergeht. 

8. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Dichte p der Matrix sich belauft auf 0,1 g/cm^ < p < 3,0 g/cml 

9. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Porositat p des TrSgers (10) sich belauft auf 1 0 % < p < 95 %. 

1 0. Trager nach zumindest einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Warmeieitfaiigkeit w des Tragers (10) sich belauft auf 0,10 W/mk < w 
02 W/mk. 
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1 1 . Verfahren zur Herstellung eines Tragers zur fur zu behandelnden wie zu beschich- 
tenden oder zu reinigenden insbesondere flachigen Gegenstand, vorzugsweise Sub- 
strat eines Halbleiterbauelementes wie Wafer, mit einer Aufnahme fur den Gegen- 
stand, wobei in dem Trager im Bereich unterhalb des von diesem aufgenommenen 
Gegenstandes Gasaustrittsoffhungen ausgebildet werden, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Trager aus einem aus C- oder Si-Fasem bestehenden Geriist mit die Off- 
nungen bildender Porositat hergestellt wird und dass die Fasem mit Pyrokohlenstoff 
und/oder Siliziumkarbid stabilisiert werden. 



12. Verfaliren nach Anspruch 1 1 , 
dadurch g e kenn z e i c hn et , 

dass die Fasern durch Gasphaseninfiltration (CVI) und/oder Fltissigkeitsimpragnie- 
rung stabilisiert wird. 

1 3 . Verfahren nach Anspruch 1 1 oder 1 2, 
dadurch gekennzeich net, 

dass das Geriist aus stabilisiertem Filz, Vlies oder stabilisierten Gewebelagen be- 
steht. 

14. Verfahren nach Anspruch 1 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fasem ausschlieBlich mit Kohlenstoff oder ausschlieBHch mit Siliziumkar- 
bid stabilisiert werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 1 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Fasem mit einer Folge von einer oder mehreren aus Kohlenstoff und/oder 
Siliziumkarbid bestehenden Schichten stabilisiert werden. 
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1 6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 1 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fasem mit einem von Kohlenstoff in Siliziumkarbid iibergehenden gradier- 
ten Schichtsystem stabilisiert sind. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Genist derart stabilisiert wird, dass als AuBenschicht eine Siliziimikarbid- 
schicht ausgebildet wird. 

1 8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass durch Zusammensetzung des Gerustes und/oder Dauer der Gasphaseninfiltra- 
tion bzw. Flussigkeitsimpragnierung Dichte, Warmeleitfahigkeit und/oder Porositat 
des Tragers eingestellt wird. 

1 9. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 1 bis 1 8, 
gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte, 

Aufbringen einer oder mehrerer aus Pyrokohlenstoff bestehenden Schichten 
auf das aus C- und Si-Fasem bestehende Genist, 

Ausschneiden des Tragers ans dem beschichteten Genist, 

Hochtemperaturreinigung des ausgeschnittenen Tragers und 

Aufbringen einer oder mehrer aus Siliziumkarbid bestehenden Schichten aui 
das mit Pyrokohlenstoff beschichtete GerOst. 
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Zusammenfassung 

5 Trager fur zu behandelnde Gegenstande sovvae Verfahren zur Herste llung eines solchen 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Trager (10) fur einen Gegenstand (12), vorzugsweise 
Substrat eines Halbleiterbauelements wie Wafer, mit einer Aufnahme fur den Gegenstand 
10 und unterhalb der Aufnahme sich entlang des von dieser aufgenommenen Gegenstandes 
vorhandenen Gasaustrittsoffhungen. Danoiit liber die Gasaustrittsoffnungen wohl dosiert 
und fein verteilt ein gewiinschtes Gas austreten kann, wird vorgeschlagen, dass der Trager 
(10) zumindest abschnittsweise aus einem Material aus stabilisierten Fasem (18, 20) mit 
einer die Gasaustrittsoffhungen bildenden Porositat besteht. 
15 

Fig. 1 
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